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WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I KOMPETENCJI
SPOLECZNYCH

1.  Znajomos$¢ podstaw fizyki (w tym elektrycznos$¢ 1 magnetyzm)

CELE PRZEDMIOTU

Cl Zapoznanie si¢ z podstawami elektrotechniki (teoria pola elektrycznego, ruch fadunku
w polu elektrycznym, podstawowe wlasciwosci materiatow stosowanych w
elektrotechnice, elementy bierne — budowa i wlasciwosci, podstawowe prawa obwodow
elektrycznych)

C2 Zapoznanie si¢ z budowa i zjawiskami fizycznymi wystepujacymi w przewodnikach i
polprzewodnikach

C3 Zapoznanie si¢ z zasadg dziatania i wlasciwosciami podstawowych przyrzadoéw
potprzewodnikowych (diod, tranzystoréw bipolarnych, tranzystoréw polowych,
tyrystorow 1 uktadow scalonych takich jak wzmacniacz operacyjny, bramki logiczne
CMOS)

C4 Zdobycie umiejetnosci analizy prostych obwodow liniowych i nieliniowych (np.
dzielnik napigcia, dzielnik pradu, prostownik, stabilizator napigcia, wzmacniacz
tranzystorowy)

C5 Zdobycie umiejetnosci doboru elementéw do zastosowan w uktadach elektronicznych

C6 Zdobycie umiejetnosci ustalania priorytetow dziatalno$ci inzynierskiej

C7 Przygotowanie studentow do prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie




mikro-i nanoelektroniki oraz elementow i podzespotow elektronicznych biernych i
czynnych

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIE

Z zakresu wiedzy:

PEU_WO01 Ma uporzadkowang i podbudowang teoretycznie wiedz¢ w zakresie zasady
dziatania biernych i czynnych elementéw elektronicznych. Zna ich parametry i
charakterystyki. Ma podstawy umozliwiajace analiz¢ uktadow elektronicznych

PEU_WO02 Zna podstawowe metody, techniki, narzedzia i materiaty stosowane przy
rozwigzywaniu prostych zadan inzynierskich z zakresu studiowanego kierunku
studiow

Z zakresu umiejetnosci:

PEU_UO1 Potrafi postugiwac si¢ katalogami elementow, potrafi wykorzysta¢ poznane
elementy do budowy prostych uktadow elektronicznych

PEU_UO02 Potrafi planowac i przeprowadzaé eksperymenty, w tym pomiary i symulacje
komputerowe, interpretowac uzyskane wyniki 1 wycigga¢ wnioski

Z zakresu kompetencji spotecznych:
PEU_KO1 Potrafi ustala¢ priorytety w pracy inzynierskiej

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zaje¢é¢ - wyklad Liczba godzin

Wstep, podstawy elektrotechniki (elementy teorii pola, ruch fadunku
w polu elektrycznym, podstawowe definicje wielkosci fizycznych
wykorzystywanych w elektrotechnice, wtasciwo$ci materiatow
elektronicznych, elementy bierne R, L, C.

Wy2 | Podstawowe obwody elektryczne, prawa Ohma i Kirchhoffa, 2

Analiza charakterystyk pradowo-napigciowych elementow liniowych
i nieliniowych, metody analizy obwodow z elementami liniowymi i

Wy3 nieliniowymi, (twierdzenie Thevenina, linearyzacja, metody 2
numeryczne)
Wiasciwosci potprzewodnikow samoistnych 1 domieszkowanych,
Wy4 | Transport fadunkow elektrycznych w potprzewodnikach. Wptyw 2

temperatury i o§wietlenia na potprzewodnik.

Zjawiska kontaktowe w potprzewodnikach. Zasada formowania si¢
WYy5 | oraz whasciwosci ztgcza p-n. Model pasmowy. Charakterystyki idealne 2
1 rzeczywiste zlacza p-n. Rodzaje diod pdiprzewodnikowych.

Diody w uktadach elektronicznych (stabilizacyjnych 1

Wy6 |prostowniczych). Sposob 2
projektowania takich uktadow.
Wy7 | Kolokwium I 2

Tranzystor bipolarny — budowa, wtasciwosci, zasada dziatania. Model
pasmowy tranzystora przy rdznych stanach polaryzacji. Uklady

Wys wlaczania tranzystoréw bipolarnych. Charakterystyki statyczne 2
tranzystorow.
Wy Modele zastgpcze tranzystoréw bipolarnych. Zakres dozwolonej pracy )

tranzystoréw. Tranzystory w ukladach wzmacniajacych. Analiza




obwodow, podstawowe wlasciwosci typowych uktadow
wzmacniajacych.
Zjawiska polowe w potprzewodnikach — tranzystory polowe ztagczowe
Wy10 |i z izolowang bramka. Zasada dzialania, charakterystyki statyczne, 2
podstawowe wtasciwosci tranzystorow polowych.
Elementy przetaczajace mocy (triak, tyrystor, IGBT) — zasada
Wyll |7 AR 2
dziatania, wtasciwosci, podstawowe uktady pracy.
Elementy optoelektroniczne. Wptyw $wiatta na rozne przyrzady
Wy12 | potprzewodnikowe. Zastosowanie elementdw optoelektronicznych we 2
wspotczesnych uktadach optoizolatoréw i transmisji §wiattowodowe;j.
Wy13 | Analogowe uktady scalone; zastosowania wzmacniaczy operacyjnych. 2
Wy14 Cyfrowe u.klady sc_alone. Uk1ad}f korpbinacyjne 1 sekwencyjne. )
Przetwornika A/C i C/A. Bramki logiczne.
Wy15 | Kolokwium II 2
Suma godzin 30

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1.  Wyklad tradycyjny z prezentacjami i dyskusja

N2.  Konsultacje

N3.  Praca wlasna, przygotowanie do wyktadu zadanych zagadnien

N4.  Praca wiasna, samodzielne studiowanie i przygotowanie do kolokwium

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW UCZENIA SIE

Oceny (F — formujaca
(w trakcie semestru), P Numer efektu . S .
. S Sposob oceny osiagniecia efektu uczenia sie
— podsumowujaca (na uczenia si¢
koniec semestru)
PEU_WO01,
PEU_WO02,
F1 PEU_UO01, Kolokwium z cze¢sci materiatu, dyskusje
PEU_UO02,
PEU_KO01
PEU_WO01,
F2 EEB:\L/JV(%Z Kolokwium z czesci materiatu,
PEU_UQ02

P = (F1+F2)/2
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